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1) Cuando se ilumina una superficie metélica con luz de distintas longitudes de onda, se miden los correspondientes potenciales
de frenado:

A (x 10-7 m) 3,66 4,05 4,36 4,92 5,46 5,79
V (volts) 1,48 1,15 0,93 0,62 0,36 0,24

Representar el potencial de frenado en funcién de la frecuencia de la luz incidente. A partir del gréfico determinar: i) La
frecuencia umbral; ii) la funcidn trabajo del metal; iii) la relacion h/e.

2) En un gas de atomos de hidrégeno que se encuentran en el segundo estado excitado, (a) ¢Cuales son los valores posibles de
1? (b) Cuales los valores posibles de ml para cada valor de |, (c)éQué magnitud es cuantificada por cada uno de los nimeros
cudnticos mencionados? ¢Cudl es la expresion de cuantificacion correspondiente?, (d) éCuales serdn las transiciones permitidas
al primer estado excitado? Indicar los nimeros cudnticos del estado inicial y del final (n, |, ml) sin considerar el spin del electrén
y tomando en cuenta las reglas de seleccion.

3) A temperatura ambiente, T=300 K, se sabe que el nivel de impurezas donadoras en una muestra semiconductora esta por
debajo del fondo de la banda de conduccidn tal que Ec-Ep = 0,045 eV y el nivel de Fermi esta situado por encima del nivel
donador tal que E¢-E=0,01 eV. Sabiendo que Ec=1,1 eV, n = 2,7:10** m*y p = 1,08-10* m determinar:

a) El nimero de impurezas ionizadas.

b) La concentracién de impurezas donadoras.
Nota: las impurezas no estan totalmente ionizadas.

4) Una juntura abrupta de silicio (Eg= 1.12eV) en equilibrio , a 300K, estd dopada de forma tal que del lado n: Ec - Er = 0,21eV y
del lado p: E¢- Ev=0,18eV.

a) Realizar un diagrama de energia de la juntura

b) Determinar las concentraciones de impurezas Nd y Na.

c) Determinar el potencial de contacto
Datos: n;= 18.35 x 10° em™




